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場から,塩化物,無水硝酸塩などのアクセプター型のグラファイ ト層間化合物 (以下 GIC)の
概観と製法を話したo SOC12,CCl｡などの溶媒中で, U.V･radiationによって作る方法,ま
たmixcompoundとしてFeC13,YC13を交互に挿入し, 02によってFe203,Y203の層に















StructureandDiffraction7 (内グラファイ ト関係 5以下同様 ), Intercalation16(10),
LatticeDynamics9(0)･BandStructureandElectronicProperties20(0),CDW andSupercon










高ステージでは同様の転移を持っことを示 し, Compressibilityを求め,また Ramanの結果 も
示 した｡グラファイ トに特有のステージ構造の成因を解 く1つの方向だと思う｡また A.Harold





まで超伝導に転移 しないことを佐野 (電通大 ),井口(分子研 )らとともに見出している関係
上 非常に興味を引いたが,面内の原子分布や,H2が入った時の chargetransferの変化など
まだ入口にたどりついたばかりといったところであろうOその他, N.Kambeら(MIT),山田






9日午前は IntercalationとApplicationのセッションが開かれた｡ ここでは G.S.Parry(Imperial
colege)が電子密度の分布を述べ,また奥山ら(電通大 )が CnK(dimethylsulfoxide),の合成














定手段の有効性を論 じた｡田沼 (東大 )はdHVA効果を使っての Fermi面構造から,C軸方向
の電荷分布を調べ, C8K,C8KHgの超伝導について言及 した｡ ∫.Bok(EcoleNormale
Superieure)はアクセプター型 GICについて, mobilchargeがその挿入物質層の隣接層にほと
んど集中しているとした,いわば metalicsandwitchmodelで電気伝導度のほとんどすべてが
説明できるとした｡G.Dresselhaus(MIT)は電子構造の現象論を示 し,上村 (東大 )はGIC
が第5ステージぐらいで電気伝導度の最大をもつ現象をintrapocketscatteringで説明し, 抵
抵のT2-依存性を解釈した｡ 数人のコメントの後,5人のパネラーが壇上に並び,議論にな
ったのだが,話題は C軸方向の電荷分布 とそれに見合 う電子構造に集中した｡途中から白熱し,
何人かが同時にしゃべり出すといと状態で語学力がっいていかずダウンした｡ただ Fischerが
｢物理学者はグラファイ ト層を見,化学者は挿入物質層を見る｡｣と喝破 したことと,田宿の
がんば りが印象に残 り,かつお互いが firstnameで呼びあうのが驚きであった｡会議はこれを
ピークとして終蔦に向うが,午後はCDW andSuperconductivityのセッションであった｡ほと
んどが chalcogenideで目を引いたの払 池部 (東北大 )が2H-Tal_∬NbxS2及 び 2H-Ta卜 x
Nb∬S2(Py)%でKBI｣理論を使っての層間の結合の強さの見積 りから2次元性の強い超伝導
体と解釈し,また Tcと△Tcのtr依存の様子からCDWとの関連を述べ,山谷 (北大 )がN2
H4のTaSe3への挿入を調べ Tcが2･2Kから1･5Kに下がったことを述べ,M.V.Klein(Univ.
ofIlinois)が2H-NbSe2の超伝導とCDWの関連を述べていたことであったO 筆者らはここ
で,K-GICにっいて, Hc-Tc曲線, TcのK濃度依存性, 転移の次元性について報年したQ













2日目の午後の excursionで少 し気が抜けた｡3日間の日程からすれば, excursionの時間
はもっと短 くてもよいように思うし,又,最終日の午後にもってきてもよかったと思う｡




隣合 う2つの挿入物質層間にn層のグラファイ ト層がある時,第 nステージと
いう｡
グラファイト層
(例 ) ･---･挿 入 物 質層
1stステージ 2ndステージ
- 1 6 2 -
3rdステージ
第 4回山田コンファレンス ｢層状物質の物理と化学｣印象記
@ 面内
Oc8M型 (M-K ｡t｡.)
A C6M型 (M-Li｡tc.)
C8M型では, 2ndステージ以上では真申が抜けた構造となり,
C12nM(n-2,3,･--･)で表わされるO
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